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Be s chre ibung 

Verfahren zur Kalibrierung einer Fotodiode, Halbleiterchip 
und Betriebsverfahren 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Kalibrierung einer 
Fotodiode, wobei die Ausgangssignale der Fotodiode bei ver- 
schiedenen Mefc-Wellenlangen gemessen werden." Die Erfindung 
betrifft ferner einen Halbleiterchip mit einer Fotodiode. Die 
Erfindung betrifft dariiber hinaus ein Verfahren zum Betrieb 
des Halbleiterchips . 

Es sind lichtempf indliche integrierte Schaltkreise bekannt, 
die bei Bestrahlung mit Licht einer bestimmten Wellenlange 
ein elektrisches Ausgangssignal , beispielsweise einen elek- 
trischen Strom lief em. Interf erenzen an den der Lichtquelle 
zugewandten Oberflachen des lichtempf indlichen integrierten 
Schaltkreises sowie weitere Effekte bewirken, dafi das von dem 
integrierten Schaltkreis erzeugte elektrische Signal stark 
von der eingestrahlten Licht wellenlange abhangt. Dieser Ef- 
fekt ist bei der genauen Messung von Licht mittels integrier- 
ter Schaltkreise unerwiinscht . 

Urn die Wellenlangenabhangigkeit des ausgegebenen Signals zu~ ~ 
vermindern, ist es aus der Druckschrift US 4,131,488 bekannt, 
auf der der Lichtquelle zugewandten Oberflache des lichtemp- 
findlichen integrierten Schaltkreises eine Antireflex- 
Beschichtung auf zubringen. Eine solche Beschichtung hat den 
Nachteil, daS sie einen zusatzlichen Prozefischritt bei der 
Herstellung des Lichtsensors erf ordert . 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfah- 
ren zur Einstellung des wellenlangenabhangigen Ausgangs- 
signals eines lichtempf indlichen integrierten Schaltkreises 
anzugeben, was die Notwendigkeit von Antiref lexschichten ver- 
meidet und was eine hohe Flexibility hinsichtlich der einzu- 



P2002,0713 

2 

stellenden Wellenlangenabhangigkeit des Ausgangs signals auf- 
weist . 

Die Aufgabe wird gelost durch ein Verfahren gemaS Patentan- 
5 spruch 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens, ein 

Halbleiterchip enthaltend einen lichtempf indlichen integrier- 
ten Schaltkreis sowie ein Verfahren zum Betrieb des Halblei- 
terchips sind den weiteren Patentanspruchen zu entnehmen. 

Es wird ein Verfahren zur Einstellung des wellenlangenabhan- 
gigen Ausgangs signals eines lichtempf indlichen integrierten 
Schaltkreises angegeben, wobei die Ausgangssignale des inte- 
grierten Schaltkreises bei verschiedenen Wellenlangen gemes- 
sen werden. Die bei jeder Wellenlange gemessenen MeSwerte 
werden mit vorgegebenen Sollwerten verglichen. Dabei gibt es 
fur jede gemessene Wellenlange einen Sollwert . Durch Ver- 
gleich zwischen den MeSwerten und den Sollwerten werden Kor- 
rekturwerte berechnet. Inf ormationen uber diese Korrekturwer- 
te werden dauerhaft in dem integrierten Schaltkreis gespei- 
chert . 

Indem gemaS dem Verfahren Korrekturwerte beziehungsweise In- 
formationen liber Korrekturwerte direkt auf dem integrierten 
Schaltkreis gespeichert werden und nachfolgend zur Anpassung 
der Ausgangssignale dienen konnen, kann auf technologische 
MaSnahmen auf der Oberflache des integrierten Schaltkreises 
zur Eliminierung unerwiinschter Wellenlangenabhangigkeiten des 
Ausgangssignals verzichtet werden. 

30 Das Verfahren zur Einstellung des wellenlangenabhangigen Aus- 
gangssignals hat den Vorteil, daS es nicht auf die Eliminie- 
rung unerwiinschter Signalschwankungen bei unterschiedlicher 
Wellenlange beschrankt ist. Vielmehr kann jede beliebige Wel- 
lenlangencharakteristik fur den lichtempf indlichen integrier- 
35 ten Schaltkreis eingestellt werden. 
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In einer Ausfuhrungsf orm des Verfahrens wird ein integrierter 
Schaltkreis verwendet, der Bestandteil eines Halbleitersub- 
strats ist. Die Einstellung erfolgt mittels einer Prvifkarte 
fur integrierte Schaltkreise. 

5 

Verfahren zur Priifung von Halbleiterchips beziehungsweise 
Verfahren zur Priifung von Halbleitersubstraten, beispielswei- 
se in Form von Wafern, sind beispielsweise aus der Druck- 
schrift JP 090 45 744 A bekannt , auf deren Of f enbarungsgehalt 
10 hier ausdriicklich Bezug genommen wird. Derartige Priif einrich- 
tungen fur Fotodetektoren konnen zur Ausfuhrung des hier an- 
gegebenen Verfahrens vorteilhaft eingesetzt werden. Der er- 
forderliche Aufbau muS nur sehr wenig abgeandert werden, was 
vorteilhaft ist. 

15 

In einer Aus fuhrungs form des Verfahrens wird als Lichtquelle 
zur Messung der Ausgangssignale eine oder mehrere lichtemit- 
tierende Dioden verwendet. Solche LED haben den Vorteil, dafi 
sie bei einer festen Frequenz Licht emittieren und ferner, 
daS sie ein sehr genau bekanntes Verhalten ihrer optischen 
Leistungsdichte in Abhangigkeit des an die LED angelegten . 
Stromes aufweisen. LED haben ferner den Vorteil, dag sie 
leicht und billig herstellbar und somit fur das hier angege- 
bene Verfahren vorteilhaft einsetzbar sind. 

Ferner haben LED den Vorteil, daS sie bei sehr vielen ver- 
schiedenen Wellenlangen verfiigbar sind. 

In einer Aus fuhrungs form des Verfahrens wird ein integrierter 
30 Schaltkreis verwendet, dessen wellenlangenabhangige Empfind- 
lichkeit wellenformig verlauft. Der kleinste Abstand zwischen 
zwei gemessenen Wellenlangen wird so gewahlt, dafi er kleiner 
ist als jeder Abstand zwischen einem felativen Empfindlich- 
keitsmaximum und einem relativen Empf indlichkeitsminimum. So- 
35 mit ist gewahrleistet , dafi die Bestimmung der Ist- 

Charakteristik des f otoempf indlichen Bauelements hinreichend 
genau erfolgt, und daS nicht etwa durch Vorhandensein von re- 
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lativen Maxima oder Minima zwischen zwei MeSpunkten die li- 
neare Interpolation zwischen den MeJSpunkten zu erheblichen 
MeSfehlern f uhrt . 

In einer anderen Ausfuhrungsform des Verfahrens wird fur die 
•gemessenen Werte mittels Interpolation eine Empf indlichkeits- 
kurve ermittelt, die mit einer Sollkurve verglichen wird. Aus 
diesem Vergleich wird eine Korrekturkurve berechnet, wobei 
Informationen liber diese Korrekturkurve dauerhaft in dem in- 
tegrierten Schaltkreis gespeichert werden. 

In' einer Ausfuhrungsform des Verfahrens wird ein integrierter 
Schaltkreis verwendet, der eine oder mehrere Fotodioden um- 
fafit. Fotodioden konnen aufgrund ihrer gut bekannten Eigen- 
schaften, insbesondere auch der gut bekannten Abhangigkeit 
des Ausgangssignals von der optischen Leistungsdichte, die 
auf das Bauelement eingestrahlt wird, gut fur den hier ver- 
folgten Zweck angewendet werden. 

* 

Solche Fotodioden erlaubt es namlich, die Kalibration, also 
die Einstellung der wellenlangenabhangigen Ausgangssignale 
mit Leuchtdioden durchzufiihren, die nicht alle die gleiche 
optische Leistungsdichte auf dem lichtempf indlichen inte- 
grierten Schaltkreis lief em. Es' genugt vielmehr, wenn fur 
jede MeSfrequenz, also fur jede Leuchtdiode die optische Lei- 
stungsdichte auf der Oberflache des lichtempf indlichen inte- 
grierten Schaltkreises bekannt ist. Eine Normierung der ge- 
messenen Signale auf eine einheitliche optische Leistungs- 
dichte kann ohne weiteres mit einfachen Mitteln erfolgen. 

* 

In einer Ausfuhrungsform des Verfahrens werden zur Speiche- 
rung der Informationen auf dem integrierten Schaltkreis Ze- 
ner-Dioden verwendet. Es konnen jedoch auch andere Speicher- 
medien, die eine dauerhafte Speicherung von Informationen er- 
lauben, verwendet werden. Beispielsweise kommen in Frage Si- 
cherungen enthaltend polykristallines Silizium, oder auch so- 
genanntes " Lasert rimming » , wo mittels eines Lasers durch Weg- 
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schmelzen von Widerstandsmaterial Widerstandswerte dauerhaft 
geandert werden. Eine andere Moglichkeit, Inf ormationen auf 
dem integrierten Schaltkreis zu speichern, besteht in der 
Verwendung von EE PROM = "Electrically Erasable Programmable 
Read Only Memory" . 

Es wird ferner ein Halbleiterchip angegeben, der einen licht- 
empfindlichen integrierten Schaltkreis enthalt. Auf dem 
lichtempf indlichen integrierten Schaltkreis ist Information 
gespeichert. zur Korrektur des wellenlangenabhangigen Aus- 
gangssignals des integrierten Schaltkreises . Ein solcher 
Halbleiterchip hat den Vorteil, daS wellenlangenabhangige op- 
tische Messungen durchgefuhrt werden konnen, wobei die auf 
den Chip gespeicherten Daten es erlauben, die Wellenlangenab- 
hangigkeit zu eliminieren oder auch in eine vorgegebene Wel- 
lenlangenabhangigkeit abzuandern . 

In einer Ausf uhrungsf orm des Halbleiterchips ist zusatzlich 
ein Temperatursensor zur Messung der Temperatur einer exter- 
nen Lichtquelle vorgesehen, und es sind ferner Korrektur daten 
auf dem Chip gespeichert, die zur Korrektur der temperaturab- 
hangigen Wellenlange der externen Lichtquelle dienen. 

Ein solcher Halbleiterchip hat den Vorteil, dalS die Messung 
von Lichtquellen, deren optische Leistungsdichte von der Tem- 
peratur abhangig ist, in sehr genauer Art und Weise erm6g- 
licht wird. 



Es wird ferner ein Verfahren zum Betrieb eines Halbleiter- 
chips angegeben, wobei eine externe Lichtquelle den inte- 
grierten Schaltkreis beleuchtet und somit ein Ausgangs signal 
erzeugt wird. Es wird wahrend der Messung die Information 
iiber die Wellenlange der Lichtquelle auf den integrierten 
Schaltkreis iibertragen. Anhand der iibertragenen Wellenlange 
und mit Hilfe der auf dem integrierten Schaltkreis gespei- 
cherten Information zur Korrektur des wellenlangenabhangigen 
Ausgangssignals des integrierten Schaltkreises kann das wel- 
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lenlangenabhangige Ausgangssignal des integrierten Schalt- 
kreises korrigiert beziehungsweise verandert werden. 

In einer Ausfuhrungsf orm des Verfahrens wird durch Verwendung 
eines geeigneten Halbleiterchips die Temperatur der externen 
Lichtquelle gemessen. Die auf den Chip ubertragene Informati- 
on uber die Wellenlange der externen Lichtquelle wird mittels 
der gemessenen Temperatur und den entsprechenden Korrekturda- 
ten, welche ebenfalls auf dem Chip gespeichert sind, korri- 
giert und sodann fur die Korrektur der Wellenlangenabhangig- 
keit des Ausgangssignals verwendet. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausfiihrungsbei- 
spielen und den dazugehorigen Piguren naher erlautert. 

Figur 1 zeigt eine MeSanordnung zur Durchfuhrung des ange- 

gebenen Verfahrens. 

Figur 2 zeigt die wellenlangenabhangige Empf indlichkeit ei- 
nes lichtempf indlichen integrierten Schaltkreises 
beispielhaft in einer schematischen Darstellung. 

Figur 3 zeigt beispielhaft einen angegebenen Halbleiterchip 

in einer Draufsicht. 

Figur 1 zeigt eine Anordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens. 
Es ist ein Halbleitersubstrat 5 vorgesehen, welches einen 
lichtempf indlichen integrierten Schaltkreis 1 beinhaltet'. Das 
Halbleitersubstrat 5 kann beispielsweise ein Siliziumwaf er 
sein. Der lichtempf indliche integrierte Schaltkreis 1 kann in 
einem spateren Herstellungsschritt zu einem Halbleiterchip 8 
vereinzelt werden. Uber dem Halbleitersubstrat 5 ist eine 
Prufkarte 6 fur integrierte Schaltkreise angeordnet . Auf der 
Oberseite der Prufkarte 6 sind Leuchtdioden 71, 72 montiert. 
Diese Leuchtdioden 71, 72 bestrahlen den lichtempf indlichen 
integrierten Schaltkreis 1 mit Licht unterschiedlicher Wel- 
lenlange. Dabei unterscheidet sich die Wellenlange des 



P2002, 0713 



Lichts, mit dem die Leuchtdiode 71 den lichtempf indlichen in- 
tegrierten Schaltkreis 1 beleuchtet von der Wellenlange des 
Lichts, rait dem die Leuchtdiode 72 den lichtempf indlichen in- 
tegrierten Schaltkreis 1 beleuchtet. Die Leuchtdioden 71, 72 
sind mittels Verbindungsleitungen 403, 404 mit einem Testsy- 
stem 406 verbunden, welches die Leuchtdioden 71, 72 mit Strom 
versorgt. Die Priifkarte 6 ist ihrerseits nochmals selbstandig 
mittels einer oder mehrerer Verbindungsleitungen 405 mit dem 
Testsystem 406 verbunden. Zur Kontaktierung der Priifkarte 6 
mit dem Halbleitersubstrat 5 sind Prufnadeln 401, 402 vorge- 
sehen. Diese Prufnadeln 401, 402 dienen dazu, auf vorgesehe- 
nen Kontaktf lachen des empf indlichen integrierten Schaltkrei- 
ses 1 aufzusetzen und entweder den im lichtempf indlichen in- 
tegrierten Schaltkreis 1 erzeugten Strom aufzunehmen oder um 
Daten auf dem lichtempf indlichen integrierten Schaltkreis 1 
zu speichern. 

Es ist noch darauf hinzuweisen, daS die Priifkarte 6 derart 
ausgestaltet ist, daS die auf der Oberseite der Priifkarte 6 
angeordneten Leuchtdioden 71, 72 den unter der Priifkarte 6 
angeordneten lichtempf indlichen integrierten Schaltkreis 1 
beleuchten konnen. Eine solche geeignete Gestaltung der Priif- 
karte 6 kann beispielsweise darin bestehen, daS die Priifkarte 
6 an der Beleuchtungsstelle des lichtempf indlichen integrier- 
ten Schaltkreises 1 einen Durchbruch aufweist. 

Figur 2 zeigt die mittels der Anordnung aus Figur 1 gemesse- 
nen Ausgangssignale einer auf dem lichtempf indlichen inte- 
grierten Schaltkreis bef indlichen Fotodiode. Es ist dabei die 
Empfindlichkeit E der Fotodiode, gemessen in mA pro Watt ein- 
gestrahlte optische Leistung aufgetragen iiber die einge- 
strahlte Wellenlange X, aufgetragen in der Einheit nm. Figur 
2 zeigt eine Empf indlichkeitskurve 3, die durch Interpolation 
aus den mittels der Anordnung von Figur 1 gemessenen wellen- 
langenabhangigen Empf indlichkeiten der Fotodiode ermittelt 
werden kann. Es ist darauf hinzuweisen, dafi die Kurve 3 fur 
jeden Chip eine etwas andere Form haben kann, abhangig von 
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den Fertigungstoleranzen, die das Interf erenzmuster um bis zu 
20 fim verschieben konnen . 

Die Abstande der Mefi-Wellenlangen XI, X2 , X3 sind dabei so 
gewahlt, dafi die Abstande, reprasentiert durch Differenzen 
zwischen zwei Wellenlangen, z. B. X2 - XI, kleiner sind als 
die Abstande AA zwischen einem relativen Minimum und einem 
relativen Maximum der Empf indlichkeitskurve 3. 

Es kann aber auch mit Mefi-Wellenlangen inter- bzw. extrapo- 
liert werden, deren Abstande grofier als AX sind, falls noch 
zusatzliche Inf ormationen uber die Eigenschaf ten der Empfind- 
lichkeitskurve auf dem Chip speichert und lediglich kleine 
Anderungen korrigiert . 

Die somit gemessenen Empf indlichkei ten der Fotodiode konnen 
dazu verwendet werden, um in dem Testsystem 4 06 mit einer ge- 
wunschten Soli -Empf indlichkeit verglichen zu werden. In Figur 
2 sind verschiedene Sollkurven 21, 22 beispielhaft angegeben. 
Beispielsweise konnte die Sollkurve 21 verwendet werden, 
falls es lediglich gewunscht ist, die Oszillationen der Emp- 
findlichkeitskurve 3 zu eliminieren und ein wellenlangenunab- 
hangiges Ausgangssignal der Fotodiode zu erzeugen. In diesem 
Fall wiirde fur jeden zu einer Mefiwellenlange Xl, X2, X3 geho- 
rigen Mefiwert 31, 32, 33 ein Korrekturwert 4 berechnet, der 
zum Beispiel den Unterschied zwischen dem bei der Wellenlange 
XI gemessenen Mefiwert 31 und dem bei der Wellenlange XI ange- 
gebenen Wert der Sollkurve 21 reprasentiert. Es ist in diesem 
Zusammenhang darauf hinzuweisen, dafi der Korrekturwert 4 
nicht zwingend die einfache- Dif ferenz des Wertes der Sollkur- 
ve 21 bei der Wellenlange XI und dem Mefiwert 31 bei der Wel- 
lenlange Xl darstellt. Der Korrekturwert 4 kann auch einen 
Korrekturf aktor oder eine kompliziertere Korrekturf unktion 
reprasent ieren . 

Als weiteres Beispiel ist in Figur 2 die Sollkurve 22 ge- 
zeigt, die verwendet wird, wenn die Lichtempf indlichkeit der 
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Fotodiode mit der Lichtwellenlange linear anwachsen soil. Die 
Korrektur kann dabei analog zu der zur Sollkurve 21 beschrie- 
benen Art und Weise erfolgen, 

5 Die Korrekturwerte 4 werden nach Durchfuhrung der Messung und 
nach Durchfuhrung des Vergleichs, beispielsweise im Testsy- 
stem 4 06, auf dem lichtempf indlichen integrierten Schaltkreis 
gespeichert . Es konnen aber auch nur Inf ormationen liber die 
Korrekturwerte 4, zum Beispiel in Form einer interpolierten 

0 Kurve, gespeichert werden. 

Figur 3 zeigt beispielhaft einen Halbleiterchip 8, der fur 
das Verfahren gemafi Figur 1 und Figur 2 verwendet werden kann 
beziehungsweise der ein Endprodukt des Verfahrens darstellt. 
5 Der Halbleiterchip 8 umfaSt einen lichtempf indlichen inte- 
grierten Schaltkreis 1, welcher seinerseits Fotodioden 91, 92 
sowie Zener-Dioden 101, 102 und weitere Schaltkreise 200 um- 
faSt. Nach Abschliefien der Messung, wie in Figur 2 beschrie- 
ben, werden Korrekturwerte 4 oder eine ganze Korrekturkurve 
0 auf dem Halbleiterchip 8 gespeichert. Das Speichern erfolgt 
mit Hilfe beispielsweise der Zener-Dioden 101, 102, die durch 
einmaliges Anlegen eines Stromes in ihren elektrischen Eigen- 
schaften dauerhaft verandert werden konnen. 

5 Es kann ferner auf dem Halbleiterchip 8 ein Temperatursensor 

300 vorgesehen sein, der beispielsweise ein On-Chip- 

Temperatursensor sein kann, welcher polykristall.ines Silizium 
enthalt . 

0 Fur den Fall, daS Information iiber eine ganze Korrekturkurve, 
also fur alle Wellenlangen in einem bestimmten Wellenlangen- 
bereich, auf dem integrierten Schaltkreis gespeichert ist, 
kann bei jeder beliebigen Wellenlange in dem Wellenlangenbe- 
reich eine Korrektur sowohl hinsichtlich der Empf indlichkeit 

5 der Fotodiode auf dem Chip als auch hinsichtlich der Tempera- 
turabhangigkeit der Strahlungsquelle , jedoch nur bei bekann- 
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ten Temperaturverhalten der Strahlungsquelle, durchgefiihrt 
werden." 
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Patentanspruche 

■ 

1. Verfahren zur Einstellung eines wellenlangenabhangigen 
Ausgangs signals eines lichtempf indlichen integrierten Schalt- 
kreises (1) , 

- wobei die Ausgangssignale des integrierten Schaltkreises 
(1) bei verschiedenen MeS-Wellenlangen (XI, X2, X3) gemes- 
sen werden, 

- wobei die Mefiwerte (31 , 32, 33) mit fur jede Mefi-Wellen- 
lange (XI, X2 , X3) vorgegebenen Sollwerten (21, 22) vergli- 
chen und aus dem Vergleich Korrekturwerte (4) berechnet 
werden, 

- und wobei Inf ormationen uber die Korrekturwerte (4) dauer- 
haft in dem integrierten Schaltkreis (1) gespeichert wer- 
den. 

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , 

- wobei ein- integrierter Schaltkreis (1) verwendet wird, der 
Bestandteil eines Halbleitersubstrats (5) ist, 

20 - und wobei die Einstellung mittels einer Prufkarte (6) fur 
integrierte Schaltkreise erf olgt . 

3 . Verfahren nach einem der Anspriiche 1 oder 2 , 
wobei als Lichtquelle fur jede MeS-Wellenlange (XI, X2, X3) 
eine lichtemittierende Diode (71, 72) verwendet wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 

- wobei ein integrierter Schaltkreis (1) verwendet wird, des- 

sen wellenlangenabhangige Empf indlichkeit wellenformig ver- 
3 0 lauft, 

- und wobei der kleinste Abstand zwischen zwei Mefi-Wellenlan- 
gen (XI, X2, X3) so gewahlt wird, daS er kleiner ist als 
jeder Abstand (AA) zwischen einem relativen Empfindlich- 
keitsmaximum und einem relativen Empf indlichkeitsminimum 

35 der wellenlangenabhangigen Empf indlichkeit . 





5. Verfahren nach Anspruch 4, 
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« _ 

- wobei fur die MeSwerte (31, 32, 33) mittels Interpolation 
eine Empf indlichkeitskurve (3) ermittelt wird, die mit ei- 
ner Sollkurve (21, 22) verglichen wird, woraus eine Korrek- 

. turkurve berechnet wird, 

- und wobei Inf ormationen uber die Korrekturkurve dauerhaft 
in dem integrierten Schaltkreis (1) gespeichert werden. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5,- 

wobei der integrierte Schaltkreis (1) eine oder mehrere Foto- 
dioden (91, 92) enthalt. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, 

wobei zur Speicherung von Inf ormationen auf dem integrierten 
Schaltkreis (1) Zener-Dioden (101, 102) verwendet werden. 

8. Halbleiterchip enthaltend einen lichtempf indlichen inte- 
grierten Schaltkreis (1) , sowie darauf gespeicherten Inf orma- 
tionen zur Korrektur der- wellenlangenabhangigen Ausgangs- 
signals des integrierten Schaltkreises (1) . 

■ 

9. Halbleiterchip- nach Anspruch 8, 

- enthaltend zusatzlich einen Temperatursensor (3 00) zur Mes- 
sung der Temperatur einer externen Lichtquelle, 

- sowie Korrekturdaten zur Korrektur der temperaturabhangigen 
Wellenlange der externen Lichtquelle. 

10. Verfahren zum Betrieb eines Halbleiterchips entsprechend 
Anspruch 8, 

- wobei eine externe Lichtquelle den integrierten Schaltkreis 
(1) beleuchtet und somit ein Ausgangssignal erzeugt wird, 

- wobei eine Information uber die Wellenlange der Lichtquelle 
auf den integrierten Schaltkreis (1) iibertragen wird, 

- wobei die Information uber die Wellenlange zur Korrektur 
des wellenlangenabhangigen Ausgangssignal s des integrierten 
Schaltkreises (1) verwendet wird. 
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11. Verfahren zum Betrieb eines Halbleiterchips entsprechend 
Anspruch 9, 

- wobei eine exteme Lichtquelle den integrierten Schaltkreis 
(1) beleuchtet und somit ein Ausgangssignal erzeugt wird, 

- wobei eine Information uber die Wellenlange der Lichtquelle 
auf den integrierten Schaltkreis (1) ubertragen wird, 

- wobei die Temperatur der externen Lichtquelle gemessen 
wird, 

- wobei die Information iiber die Wellenlange der Lichtquelle 
mittels der gemessenen Temperatur und den entsprechenden 
Korrekturdaten korrigiert wird, 

- und wobei das Ausgangssignal mit der korrigierten Wellen- 
lange der Lichtquelle und entsprechenden Korrekturdaten 
korrigiert wird. 
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Zu s amme n f a s sung 

■ 

Verfahren zur Kalibrierung einer Fotodiode, Halbleiterchip 
und Betriebsverf ahren 

• - 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Einstellung eines 
wellenlangenabhangigen Ausgangssignals eines lichtempf indli- 
chen integrierten Schaltkreises (1) , wobei die Ausgangssigna- 
le des integrierten Schaltkreises bei verschiedenen MeE- 
Wellenlangen (XI, X2, X3) gemessen werden, wobei die Mefiwerte 
(31, 32, 33) fur jede MeiS-Wellenlange (XI, X2, X3) mit vorge- 
gebenen Sollwerten (21, 22) verglichen und aus dem Vergleich 
Korrekturwerte (4) berechnet werden, und wobei Inf ormationen 
liber die Korrekturwerte (4) dauerhaft in dem integrierten 
Schaltkreis (1) gespeichert werden. 



Figur 2 
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